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摘 要

氮化鎵材料擁有良好的光電特性，已廣泛的應用於製作光電元件上，在製作以氮化鎵為材料的元件時，蕭特基接觸扮演了

極重要的角色，因此我們必須發展出具有不錯的蕭特基位障高度以及熱穩定性高的蕭特基接觸，並且應用於製作光電元件

使得能夠操作於高溫的情況。 本論文是探討在n型氮化鎵上製作蕭特基接觸(Schottky con-tact)之研究，以鎳/金(Ni-Au)為蕭

特基接觸金屬，製作n型氮化鎵蕭特基二極體，利用電流－電壓(I-V)法量測蕭特基位障高度(Schottky barrier height)以及理想

性因子(ideality factor)。由於位障高度為判別蕭特基接觸特性的重要指標，為了提高蕭特基位障高度及探討其熱穩定性，我

們對蕭特基二極體進行熱處理的製程。本實驗的熱處理製程是使用高溫爐管在氮氣的環境下完成，熱處理溫度分別是300

℃、400℃、500℃、550℃，熱處理時間有5min、10min、30min、60min。熱處理前的位障高度和理想性因子分別為0.89eV

和1.2；經過一系列的熱處理後，發現在300℃和400℃的熱處理可以使位障高度獲得改善約0.19eV，顯示在此溫度下此氮化

鎵蕭特基二極體具有很好的熱穩定性；而在500℃和550℃下長時間的熱處理則位障高度反而降低，甚至不再出現二極體整

流特性。此外，實驗中也將上述熱處理製程應用於氮化鎵金屬-半導體-金屬(MSM)光檢測器的製作上，可以發現經過400℃

30min的熱處理，金半金檢光器的暗電流可以從201μA降至0.125μA。
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